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Allmanna uppgifter

Huvudomrade: Nanovetenskap.
Valfri for: E4-is, F4, F4-f, F4-hn, F4-nf, MSOC2, N4-nf, N4-hn
Undervisningssprak: Kursen ges pa begaran pa engelska

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska fordjupa sin forstaelse for de
fysikaliska principer som ligger till grund for halvledarfysiken och
som ar av central betydelse for att forsta funktionen hos
halvledarkomponenter, i synnerhet transistorer. Forstaelse for
grundlaggande halvledarfysik och for halvledarmaterials
egenskaper ar avgorande for att kunna bedoma majligheter och
begransningar for komponenter och for att kunna ta del av och
bidra till utveckling inom faltet.

Mal

Kunskap och forstadelse
For godkand kurs skall studenten

» kunna redogora for grundlaggande teorier, antaganden och
modeller inom halvledarfysiken

» kunna redogora for centrala halvledarkomponenters funktion
med utgédngspunkt fran bakomliggande fysikaliska principer

» kunna relatera komponenters prestanda till
materialegenskaper och design

Fardighet och formaga
For godkand kurs skall studenten



« kunna simulera och analysera komponenter med hjalp av
kommersiell programvara och sammanfatta resultaten i en
skriftlig rapport

» kunna losa uppgifter och i skriftlig form tydligt och
strukturerat redogora for 16sningen

« muntligt kunna argumentera, anvanda relevanta begrepp och
dra slutsatser i en vetenskaplig diskussion

Kursinnehall

Grundlaggande fysikalisk teori for halvledare: bandstruktur,
intrinsiska och extrinsiska halvledare -
laddningsbararkoncentrationer och transportfenomen.
Icke-jamvikt i halvledare: excitations- och
rekombinationsmekanismer, injektion av
laddningsbéarare.Yttillstand.

Elektriska egenskaper hos komponenter som pn-overgang, bipolar
transistor, metall-halvledarévergang. Falteffekttransistor (MOS-
transistor): grundlaggande egenskaper, funktion och skalning.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedomning: Godkanda inlamningsuppgifter,
godkanda laborationer och muntlig tentamen.

Delmoment

Kod: 0114. Benamning: Halvledarfysik.

Antal hogskolepoang: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedomning: Muntlig
tentamen

Kod: 0214. Benamning: Inlamningsuppgifter.

Antal hogskolepoang: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedéomning: Skriftlig
redovisning

Kod: 0314. Benamning: Laborationer.

Antal hogskolepoang: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedomning: Skriftliga
rapporter

Antagningsuppgifter

Forutsatta forkunskaper: Kunskaper i fasta tillstandets fysik
inklusive introduktion till halvledare och pn-6vergangen
motsvarande FFFF05 Fasta tillstandets fysik, FFFF01 Elektroniska
material eller ESS030 Komponentfysik.

Begransat antal platser: Nej

Kurslitteratur

 Sze, S M and Lee, M: Semiconductor Devices - Physics and
Technology. Vi kommer att anvanda tredje utgavan. Tidigare
utgavor kommer att fungera bra for det mesta.

o Utdelat material (anteckningar samt labhandledningar).

Kontaktinfo och ovrigt

Kursansvarig: Carina Fasth, carina.fasth@ftf.lth.se
Kursansvarig: Dan Hessman, dan.hessman@ftf.lth.se
Hemsida: http://www.ftf.lth.se/courses/fff021
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